FUNKAMATEUR - Bauelementeinformation

N-Kanal-Dualgate-MOSFET

BF981

Grenzwerte
Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit
Drain-Source-Spannung Ups 20 \Y
Drain-Strom Ip 20 mA
Gate-1-Strom I +10 mA
Gate-2-Strom I +10 mA
Gesamtverlustleistung

bei U =75°C Pyges 225 mW
Sperrschichttemperatur 9, 150 °C
Kennwerte (93 =25°C,f=1MHz)
Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit
Durchbruchspannung

Gate-1-Source! UG s max +6 \Y

Gate-2-Source? UG s max +6 \Y
Sperrspannung

Gate-1-Source® Ugis -25 \Y

Gate-2-Source® Ugss -25 \Y
Drain-Source-Strom> Ins 25 mA
Sperrstrom

Gate 19, I +50 nA

Gate 27 I +50 nA
Steilheit Iygl 10 14 mS
Eingangskapazitit

Gate 1 Cgai 2,1 pF

Gate 2 Cra 1,0 pF
Ausgangskapazitit Cap 1,1 pF
Riickwirtstransferkapazitit Cr 20 fF
Rauschmal bei

f=100 MHz, G = | mS¥ NF 0,7 1.7 dB

f=200 MHz, Gg =2 mS¥ NF 10 20 dB
Ubertragungsgewinn bei G = 0,5 mS®

f=100 MHz, Gs = 1 mS® 1% 0,7 29 dB

f=200 MHz, Gg =2 mS® 1% 10 26 dB
thermischer Widerstand von

Sperrschicht zur Umgebung!® Ry, 335 K/W

D UDS= UG25=0V7101S=i10 mA
? Ups = Ugis =0V, Igps = 10 mA
D Ups=10V, Ugrs =4V, I =20 uA
Y Ups = 10V, Ug1s =0V, Ip = 20 pA
3 UDS=10V’ UG25=4V, UG]S=0V
O Ups=0V,Ugs=0V,Ug s =5V

Innenschaltung

DUps=0V,Ugis=0V,Ugs=%5V

8 G4 = Generatorleitwert

9 G = Lastleitwert

10 bei Montage auf 1,5 mm dicker Leiter-
platte mit 35 ym Kupferauflage und
35 mm x 40 mm Abmessung

Anschlussbelegung

Kurzcharakteristik

kurzer halbleitender Kanal
hohes Verhiltnis aus Kopplungs-
leitwert und Eingangskapazitit
Drain-Source-Strom bis 25 mA
Frequenz bis 200 MHz
SOT-103-Gehiduse (SMD)

Beschreibung

Der BF981 ist ein Verarmungstyp von
Dualgate-MOSFETSs auf Siliziumbasis
im Miniaturplastikgehduse SOT-103,
bei dem der Source-Anschluss und das
Substrat elektrisch verbunden sind. Er
ist gegen zu hohe Eingangsspannungen
durch integrierte Dioden (Katode-an-
Katode) zwischen den beiden Gate-An-
schliissen und dem Source-Anschluss
geschiitzt.

Zwar erfolgt die Lieferung des Bauteils
in einer antistatischen Verpackung,
trotzdem sind die Gate-Source-Stre-
cken gegen statische Entladungen wih-
rend des Transports und beim Einbau
zu schiitzen.

Anwendungbereiche des Transistors
sind rauscharme Leistungsverstirker bis
zu Frequenzen von 200 MHz mit fester
oder variabler Verstirkung.

Bereits 1981 begann die Produktion die-
ses immer noch erhiltlichen und weiter-
hin besonders bei Hobbyanwendungen
eingesetzten Bauelements.

Hersteller
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Bild 1: Innenschaltung BF981

Pin 1: Source (S)
Pin 2: Drain (D)
Pin 3: Gate 2 (G2)
Pin 4: Gate 1 (G1)

Bild 2: Pinbelegung

NXP Semiconductors, Eindhoven,
Niederlande; www.nxp.com

Bezugsquelle

FA-Leserservice BF981 (SOT-103)
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Wichtige Diagramme
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Bild 3: Abhédngigkeit des Drain-Stroms I von der Drain-
Source-Spannung Upg bei unterschiedlichen Gate-1-
Source-Spannungen Ugys und Ugys =4V
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Bild 5: Abhéngigkeit der Eingangskapazitit Cggq und Cggo

an G1 bzw. G2 von der Gate-Source-Spannung Ugxs bei
UDS= 10V, UGZS=4VbZW. UG15=0Vund f=1MHz

Applikationsschaltung
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Bild 4: Abhangigkeit des Drain-Stroms /p von der Gate-1-
Source-Spannung Ug,s bei Ups =10 Vund Ugas =4V
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Bild 6: Abhangigkeit der Ausgangskapazitat C, von der
Drain-Source-Spannung Upg bei Ugos =4V, Ip = 10 mA
und f =1 MHz
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Bild 7: Rauscharmer Dualgate-FET-Vorverstarker fiir das
144-MHz-Amateurband [1]; soll das Eingangssignal direkt
uber einen Koppelkondensator, also ohne den Eingangs-
kreis L1/C1, zugefiihrt werden, muss G1 iiber einen Wider-
stand mit einigen Hundert Kiloohm gleichspanungsmaBig
auf 0 V gelegt werden.
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